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[研究背景・目的] Siの酸化により誘起される Si(100)基板の残留歪に関する研究がこれまで数多く

なされてきた。もし、Siと SiO2の膨張係数の違いのみにより生じるのであれば、当該残留歪は引

張歪となるはずである [1]。この予想に反して、小椋らは検出深さ 5 nmの UV光励起ラマン分光

により Si基板の表面近傍に圧縮歪が Siの酸化により誘起されることを見出した [2]。この小椋ら

の発見と対比することにより、界面極近傍に局在する残留歪の存在する位置を角度分解光電子分

光により検出深さ約 2 nmの空間分解能でほぼ明らかにできたので報告する。 

[測定結果] Si基板からの Si 2p3/2スペクトルの一成分である-Siと名付けたスペクトルの強度の界

面に局在するサブオキサイド Si
1+のスペクトル強度に対する比の internal TOA依存性の解析より、

Fig. 1 が得られる。この図に示す界面から 3番目の Si層に占める-Siの量の酸化温度およびフォ

ーミング・ガス中の熱処理(FGA)への依存性は、Fig. 2 に示すように、UV光励起ラマン分光によ

り検出された界面近傍の Si基板の圧縮歪のそれと密接な関係がある。その結果 Si基板の界面極近

傍の圧縮歪と密接な関係があると判明した界面から 3番目の Si層に占める-Siの量は、Fig. 2 に

示すようにフォーミング・ガス中の熱処理に

よりゼロとなることが注目される。a) 学振特

別研究員、[参考文献] [1] E. Kobera et al.: J. 

Vac. Sci. Technol. B 4 (1986) 720. [2] M. Hattori 

et al.: ECS Trans. 19 (2009) 55.  

    Fig. 2 Relation between Raman peak shift 

Fig. 1 Composition of transition layers in the Si substrate.     and amount of β-Si in the third Si layer. 
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